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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Дослідження ефектів гарячих електронів у напівпровідникових гетероструктурах з квантовими ямами, які
зумовлюють виникнення від'ємної диференціальної провідності у надвисокочастотному діапазоні.

Назва роботи англійською:
Investigation of effects of hot electrons in the semiconductor heterostructures with quantum wells which lead to
appearance of the negative differential conduction in the ultra-high-frequency range.

Реферат українською:
Запропонований новий тип гетероструктур, що містять квантові ями тунельно-зв'язані з короткоперіодними
надгратками, які запропоновані для отримання нелінійності електронного транспорту та від'ємної
диференціальної провідності на основі ефектів просторового переносу гарячих електронів. Представлені
результати дослідження в таких структурах електронного транспорту в повздовжньому (направленому в
площині структури) електричному полі та інфрачервоного випромінювання гарячих електронів. Наводиться
розрахунок потенціалу структури, енергетичного спектру, хвильових функцій електронів. Представлені
результати експериментальних досліджень температурної залежності рухливості електронів в структурах. А
також представлені результати розрахунку рухливостей носіїв в різних підзонах розмірного квантування з
урахуванням різних механізмів розсіяння. Описані дослідження сильнопольового електричного транспорту
(ВАХ) та польової залежності рухливості електронів. Наведені результати дослідження далекого
інфрачервоного випромінювання гарячих електронів в структурах в умовах просторового переносу носіїв
між квантовими ямами та надгратками. Обговорюються механізми випромінювання при різних величинах
розігріваючого носії електричного поля.

Реферат англійською:
There is proposed a new type of heterostructures containing quantum wells, that are tunnel-coupled with
shortperiod superlattices, which are proposed to obtain nonlinear electron transport and negative differential
conductivity based on effects of the real-space-transfer of hot electrons. The results of investigations of electron
transport in such structures under lateral (directed in the structures plane) electric field and infrared radiation of
hot electrons are presented.There are carried out calculations of structures potential profiles, energy spectra,
wave functions. There are presented the results of experimental investigations of temperature dependences of
electron mobility in these structures. Also there are presented results of calculations for electron mobility in
different size-quantization subbands with taking into account of different scattering mechanisms. Investigation of
strong-field electron transport (IVC) and field dependence of electron mobility is described. Presented also are
results of investigations of far infrared radiation by hot electrons in structures under the conditions of real-space-
transfer of carriers between quantum wells and superlattices. The mechanisms of radiation at different values of
heating electric field are discussed.

Індекс УДК: 537.311.322, 537.311.322; 535.3

Коди тематичних рубрик: 29.19.31

Керівники роботи
Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Порошин Володимир Миколайович
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Ідентифікатор ORCID ID:



Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Теорія транспорту електронів, їх просторовий перенос в гетероструктурах n-
GaAs/AlGaAs з квантовими ямами тунельно-зв'язаними з короткоперіодними надгратками та інфрачервоне
випромінювання гарячих носіїв.

Назва НТП англійською: The theory of transport of electrons, their real-space-transfer in n-GaAs/AlGaAs
heterostructures with quantum wells, which are tunnel-coupled with shortperiod superlattices, and infrared
radiation of hot carriers.

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати:
Галузь застосування: 73.10.1 Дослідження і розробки в галузі природничих наук.

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Запропонований новий тип гетероструктур з просторовим переносом гарячих електронів,
який складається з квантових ям тунельно-зв'язаних з короткоперіодними надгратками. Структури можуть
представляти інтерес (при оптимізації їх параметрів) для отримання від'ємної диференціальної провідності,
отримання надвисокочастотних коливань струму, підсилення (генерації) електромагнітного випромінювання
далекого інфрачервоного (терагерцового) випромінювання.

Соціально-економічна спрямованість НТП:
Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу: 3 роки.

Закінчення етапу:
Споживачі продукції: Науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади та електронна промісловість.

Перспективні ринки: Україна, країни СНД, зарубіжні країни.

Характер співробітництва з інвестором
Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:
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